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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШУМОВЫХ И КВАЗИШУМОВЫХ
ЗОНДИРУЮЩИХ СИГНАЛОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СКРЫТНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

С.А. ГОРШКОВ, С.Ю. СЕДЫШЕВ, М.Н. ВОРОНЦОВ, П.И. ОРГИШ

Одной из важнейших задач радиолокации является обеспечение информационной
скрытности радиолокационного наблюдения. Перспективным направлением является
использование шумовых и квазишумовых зондирующих сигналов.

В докладе производится анализ потенциальных возможностей обеспечения
скрытности РЛН от несанкционированного приема. Обсуждаются методы обработки
скрытных сигналов с различными законами модуляции.

Рассматриваются также варианты и характеристики используемых для скрытной
радиолокации зондирующих сигналов. Описывается структурная схема устройства
цифрового сжатия сигнала в частотной области со случайно выбираемым законом
модуляции, модель которой реализована в среде математических вычислений MathCAD.

Приводится структура гидроакустического комплекса для проведения
экспериментальных исследований по данному вопросу. Принцип действия данного
комплекса основан на аналогии распространения электромагнитных волн в воздухе и
гидроакустических в воде.

ПОВЫШЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
ВАКУУМНОГО ОСАЖДЕНИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭКРАНОВ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Т.В. БОНДАРОВЕЦ, А.В. КОНОВАЛОВ, Т.Г. ТАБОЛИЧ

При создании технологии и выборе оборудования вакуумного осаждения
магнитных материалов для экранов электромагнитного излучения (ЭМИ) одним
из важнейших вопросов является повышение фактической производительности
оборудования. Это оборудование представляет собой линию из отдельных
технологических установок, поэтому на фактическую производительность линии большое
влияние оказывают не только простои из-за отказов техники, но и наличие простоев
за счёт так называемых вторичных отказов и блокировок [1, 2]. При этом для увязанных
по производительности в единую двухучастковую линию двух установок для двух
технологических операций вторичным отказом называется простой последующей
установки по причине отказа предыдущей (последующая установка простаивает, нет
изделий для обработки), а блокировкой — простой предыдущей установки по причине
отказа последующей (предыдущая установка простаивает, некуда передавать изделия
предыдущей).

Исключить вторичные отказы и блокировки, и тем самым повысить фактическую
производительность оборудования можно путём установки в линии промежуточных
накопителей с некоторым межоперационным запасом и свободных накопителей
для хранения межоперационного запаса (свободных бункерных ёмкостей).

В докладе предлагается методология расчёта величины названных накопителей и
уровня повышения производительности линии, доработанная на основе [1, 2]
применительно к линии вакуумного осаждения магнитных материалов методом ионно-
плазменного напыления (ВОМММИПН). Методология иллюстрируется примером
расчёта названных параметров для фрагмента линии из состава ВОМММИПН,
представляющего собой двухучастковую линию из увязанных по производительности
двух установок.  Эта двухучастковая линия состоит из ванны ультразвуковой УЗВ-104,
предназначенной для ультразвуковой очистки экрана, и шкафа вытяжного VD-650,
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в котором устраняются вредные испарения непосредственно с настольной зоны,
на которой проводится химическая обработка.
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СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА БЕЗОТКАЗНОСТЬ
КОНДЕНСАТОРОВ И КРЕМНИЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

С.М. ЛАПШИН, Е.И. ПЫЛИК, Р.С. СЕРЕДЕНКО, Т.Г. ТАБОЛИЧ

Исследование влияния температуры на надёжность электрорадиоэлементов
с помощью построения линий Аррениуса, начатое в [1, 2] для кремниевых транзисторов,
было продолжено для конденсаторов. В среде MathCAD были построены линии
Аррениуса для деградационных процессов, вызывающих отказы электролитических,
бумажных, керамических, слюдяных, плёночных и других конденсаторов.

Установлено, что энергии активации деградационных процессов, приводящих
к отказам конденсаторов, лежат в пределах от 0,165 до 0,335 эВ. в то же время
для кремниевых транзисторов эти величины изменялись от 0,267 до 0,382 эВ [2]. Это
говорит о том, что скорость деградации транзисторов в целом выше, чем
для конденсаторов.

Другой интересный вывод заключается в том, что для транзисторов
экспериментальные аппроксимированные зависимости логарифма наработки до отказа
от температуры представляют собой практически идеальные прямые (линии Аррениуса),
что говорит о наличии практически одного единственного механизма отказа кремниевых
транзисторов в диапазоне температур от 25 до 125 градусов Цельсия [2].
Для конденсаторов же в отличие от транзисторов указанные экспериментальные
зависимости имеют более выраженный нелинейный характер. Аппроксимация этих
зависимостей прямыми по методу наименьших квадратов приводит к сумме квадратов
невязок,  в десятки раз превышающих такую же сумму для транзисторов.  Возможно,  это
вызвано несколькими механизмами отказов конденсаторов.
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РАННИЕ ОТКАЗЫ УСТРОЙСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Е.В. МОЖЕНКОВА, Г.В. СЕЧКО, А.Н. СОЛОВЬЯНЧИК, Т.А. ЧЕРЕПКО

Ранними отказами обычно именуют отказы, возникающие на начальной стадии
эксплуатации технических объектов. Интенсивность этих отказов падает с течением
времени до некоторого установившегося значения, затем возрастает на стадии
исчерпания ресурса. Причинами ранних отказов принято считать дефекты конструкции
и производства. Однако изучению причин и характеристик ранних отказов, на наш
взгляд, уделяется недостаточное внимание.




